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１．概要（Summary） 

a-Si：Hの成膜ガス利用効率の向上を目的に、水素ラ

ジカル注入法での、ガス利用効率向上と膜質への影響確

認の為、名古屋大学プラズマナノ工学研究センター様に

技術相談、実験計画立案までを実施した。 

【相談内容】 

水素ラジカル注入法について、ラジカル発生方法、 

計測方法についての技術相談をさせて頂いた。 

微結晶シリコンにおいて、水素ラジカル注入法は、 

膜質改善に大きな効果が確認されている。 

利用装置についての状況確認を実施。利用装置は、

Fig.1のように、水素ラジカル発生部と、Si膜成膜部の 2

室となっている。現在は、水素ラジカル発生部が分離さ

れており、各種プラズマ計測が可能な状態。 

  

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
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Fig1. Schematic illustrations of the 

radical-injection capacitively coppled 

plasma(RI-CCP).   
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